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Y=body effect coefficient

Burada kanal boyu modiilasyonu
gozlemlenmektedir. Vds nin artisiyla
drain tarafindaki depletion region
bolgesinin artar. Effective channel
boyu azalir. Doyuma ulastiktan sonar
Ids akinm Vds yi arttirdigimizda az da
olsa Ids akimm artmaktadir

Id=Id’(1+ AVds) A=kanal
modiilasyonu

Burada body effect gozlemlenmektedir.
Vsb voltajindaki degisim threshold
voltajinda degisime sebep olmaktadir. Vsb

voltaji degisiminden Y etkilenmektedir. Vt
artinca kanalin olusmasi icin Vgs artar.
Vbs pozitif olsaydi Vt pozitif bir deger
alird: ve grafik sola dogru kayard.
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Burada width’in degisimine karsin Id akimimin nasil degistigini gézlemlenmektedir.
Width ile direnc ters orantilidir. Yani width arttik¢a direng azalmaktadir. Width ile Id
arasinda dogru oranti vardir. Width’i 2 katina cikarinca Id akim da 2 katina
cikmaktadir. Bu nedenle width arttig: zaman Id akimi artmaktadir. Fakat kapasitif
etkisi artmaktadir. Bu degisim yukaridaki grafiklerde goriilebilmektedir.
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Burada kanal modiilasyonu gozlemlenmektedir. Vds nin artisiyla drain tarafindaki
depletion region bolgesinin artar. Effective channel boyu azalr. Id akinm doyumdan
sonra sabit olmas1 gerekirken kanal modiilasyonu nedeniyle biraz egimli olmaktadir.
PMOS transistorlerde Vds ile Id degerleri negatiftir.

Id = Id’(1+ AVds) A=kanal modiilasyonu



Burada body effect gozlemlenmektedir.
Vbs voltajinin 0 dan -5V a degisimi Vt
gerilimini azaltir. Vbs veltajindaki bu
degisimden vy etkilenir. Bu nedenle
grafikteki egriler sola kaymistir. Bu
body effect’tir.

ui — wmampgbranch

ud X2 — X3

-s0.0%

-100.0¢

Burada width’in degisimine karsin Id akiminin nasil degistigini gézlemlenmektedir.
Width ile direng ters orantihidir. Yani width arttikca direng azalmaktadir. Width ile Id
arasinda dogru oranti vardir. Width’i 2 katina c¢ikarinca Id akimi da 2 katina
cikmaktadir. Bu nedenle width arttg: zaman Id akimi artmaktadir. Fakat kapasitif
etkisi artmaktadir. PMOS icin bu degisim yukaridaki grafiklerde goriilebilmektedir.
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Kisa kanalda kanal boyu modiilasyonu etkisi daha cok goriiliir. Kisa kanalda Id akam
daha erken doyuma ulasmistir ve bu nedenle daha kiiciik bir degerde satiire olmustur
yani velocity saturation olmustur. Id-Vds egrisi short channel’da long channel’a gore
daha az keskindir.



